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1. 概要  

 窒化ガリウム（GaN）は次世代パワーデバイスとしての応用が期待されている。中でも GaN の分極電

荷を利用した PSJ(polarization super junction)デバイスは、GaN 自体の高い絶縁破壊耐性と SJ 構造に起因

する電界緩和構造により高耐圧・低抵抗なデバイスの作製が可能であり、現在 PSJ 構造を用いたデバ

イスが報告されている。しかし、[1]で報告されているように、二次元電子ガスをチャネルとして用

いる PSJ は電圧非印可時に、二次元電子ガスが発生しておりオン状態となってしまうため、スイッチ

ングデバイスとしての信頼性を得るために PSJ のノーマリーオフ化が必要とされている。そこで本研

究ではソース電極をショットキー接合としたノーマリーオフ動作の PSJ の設計を行った。 

2. 提案構造およびシミュレーション結果 

 本研究では、図１のような PSJ 構造を検討している。電圧非印可時(Vgs=0V)にはソース電極からの

電子の注入がショットキー障壁により制限されるのでノーマリーオフとなっており、また PSJ 構造を

有するため高耐圧デバイスとしても期待できる。電圧印加時(Vgs>0V)には、ソース電極付近のゲート

電極は MOS 構造となっており、ゲート電圧により高濃度の電子がソース電極付近に蓄積される。それ

に応じてショットキー障壁付近が高電界となり電子がショットキー障壁をトンネルして注入されるた

めオン状態となる。 

Silvaco 社のデバイスシミュレーターAtlas を用いて計算を行ったところ、上記のような動作が確認で

きており、図２のようにノーマリーオフの特性が得られた。 

講演会では、詳細な動作原理の説明およびデバイス作製とシミュレーションを関連づけたノーマリ

ーオフ型 PSJ の設計について議論する。 

 

 

 

 

 

 

 

図.1 ノーマリーオフ型 PSJ 構造              図.2 Vgs-Id 特性 (Vds=10V) 
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